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Udzielono patentu z mocą od dnia 5 sierpnia 1954 r.

Wynalazek dotyczy sposobu wytwarzania
statycznej, magnetycznej pamięci matrycowej
oraz matrycowego magnetycznego urządzenia
pamięciowego, wykonanego tym sposobem.

Pamięć matrycowa jest jednym z typów
pamięci, stosowanych w samoczynie liczących
maszynach cyfrowych. Pamięć taka jest to
zespół dwustanowych elementów,, których stan
(informacja) jest określany przez jednoczesne
doprowadzanie co najmniej dwóch bodźców
zewnętrznych, np. w postaci impulsów prądo¬
wych. Pamięć matrycowa umożliwia stwier¬
dzenie stanu dowolnego elementu przez przy¬
łożenie bodźców zewnętrznych, podobnych jak
przy zapisie, po dowolnie długim, biorąc pra¬
ktycznie, czastie.

W magnetycznej pamięci matrycowej ele¬
mentami przechowującymi informacje są

*) Właściciel patentu oświadczył, że twórcami wy¬
nalazku są: inż. mgr. Aleksander BragiAski, inż. mgr.
Jerzy Fiett ii inż. mgr. Wojciech Jaworski.

zamknięte obwody magnetyczne, które do¬
tychczas były wykonywane w postaci rdzeni
metalowych lob ferrytowych, przy czym stan
obwodu magnetycznego był określany kie¬
runkiem jego namagnesowania. W tych zna¬
nych urządzeniach rozróżnienie i zapis
w układzie pamięci matrycowej są możliwe
tylko w przypadku zastosowania materiału
magnetycznego o kształcie pętli histereTy,
dostatecznie zbliżonym do prostokąta.

Wadą powyżej opisanych układów pamięci
matrycowej jest konieczność oddizdelnego wy¬
konywania w nich poszczególnych (rdzeni
pierścieniowych o bardzo małych wymiarach
oraz trudność ich uzwajania.

Niedogodnośoi te usuwa niniejszy wynala¬
zek przez zastąpienie tych rdzeni zamknięty¬
mi obwodami magnetycznymi, utworzonymi
w węzłach siatki przewodów, tworzących ma¬
trycę pamięciową.



Owągą, się to w myśl wynalazku przez za-
prasowywanie wspomnianej siatki przewodów
w /|p/rpsz|cówtoy suro^ieĄ ferrytowy, w posta¬
ci %nięs£ahirfy.. tlenów<lut) '.ferrytu, przy czyim
powstawanie ziarehltowych elementów ferry¬
towych następuje na skutek przepuszczania
prądu przez zaprasowane przewody, tylko
w węzłach tej siatki, gdyż jedynie tam wystę¬
puje grzanie punktowe do temperatury pow¬
stawania litego ferrytu. Punktowe wytwarza¬
nie ziarenkowych elementów ferrytowych,
odpowiadającydh znanym rdzeniom ferryto¬
wym, uzyskuje się przez zmianę przekroju
drutów siatki w miejscach ich skrzyżowania,
przy czym powstawaniu ziarenek ferrytu
w tych punktach sprzyja sumowanie się
energii cJepb&ej na tych skrzyżowań.ach. Dla
uzyskania obwodu magnetycznego o żądanym
kształcie, zapewniającym optymalne sprzęże¬
nie magnetyczne pomiędzy przewodami oraz
w celu powstawania minimum prądów wiro¬
wych,, stosuje się skrzyżowanie przewodów
siatki pamięciowej pod ostrym kątem.

W myśl wynalazku prostokątaość pętU hi-
sterezy uzyskuje się przez stasowanie naprę¬
żeń rozciągających w ferrycie o dodatniej sta¬
łej magnetostrytkcji.

Zastrzeżenia patentowe

1. Sposób wytwarzania statycznej magne¬
tycznej pamięci matrycowej,, ^•znamienny
tym, że siatkę krzyżujących się ze; sobą
przewodów, które w miejscach ich skrzy¬
żowania są przewężone, zaprasowuje się
w surowiec ferrytowy, a następnie* przez
te przewody przepuszcza prąd elektryczny,
wskutek czego w punktach skrzyżowania
tworzą się ziarenka ferrytu.

2. Sposób według zastrz. 1, znamienny tym,
że ziarenka ferrytu poddaje się napręże¬
niom rozciągającym, w celu uzyskania
prostoikąjtności pętli histerezy w tych zia¬
renkach o dodatniej stałej magnetostrykcji.

3 Matrycowe magnetyczne* urządzenie pamią-
ciowe wykonane sposobem według zastrz. 1,
znamienne tym, że posiada postać zapra-
sowanej w surowcu ferrytowymi siaiski
przewodów, których przekrój w miejscach
skrzyżowania jest przewężony i które prze¬
biegają względem siebie pod kątem ostrym.
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